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殺菌能力が高い波長である 265 nmを中心に、深紫外線波長領域の高効率固体光源の開発が近年盛

んに行われている。280-300 nm帯における AlGaN発光ダイオード（LED）の外部量子効率（EQE）は、樹

脂封止等がない構造にて最大 6%程度を達している[1,2]が、265 nm帯のLED構造においては樹脂封止

がない場合の EQE が最大でも 3%程度に留まっており、さらなる EQE の改善が望まれている。そこで、こ

のような発光波長帯域で動作する AlGaN LEDの発光層近傍の構造解析を行ったので報告する。 

本研究にて評価した試料は、AlN/サファイアテンプレート上に AlGaNクラッド層を介して作製

された AlGaN/AlGaN 量子井戸 LED 構造である。AlN テンプレートは m 軸方向に 0.1 傾斜した c

面サファイア基板を用いて作製され、AlN 表面には特徴的なマクロステップが存在する。量子井

戸は、薄い AlN と AlGaN によってキャップされた構造を持つ[3]。構造解析は、透過型電子顕微

鏡を用いて明視野（BF）像および高角度環状暗視野（HAADF）像観察にて行った。 

AlGaN 量子井戸と AlN 下地層の間にある AlGaN クラッド層には、AlN 表面のマクロステップ

端を起点として、c軸から大きく傾いた方向（約 68度）に延びる組成変調領域が認められた。組

成変調領域は量子井戸層を貫いて表面の AlGaN層に及び、試料表面においてマクロステップ様の

特異構造を形成していることが分かった。ただし、試料表面の特異構造は AlN表面で見られた切

り立ったマクロステップより緩やかな傾斜を有しており、これがステップの比較的疎な集合もし

くは半極性面によって構成された傾斜であることが示唆された。また、AlGaNクラッド層に見ら

れた組成変調領域の AlNモル分率は周囲よりも低く、これが量子井戸層と交わる領域にて、AlGaN

量子井戸の井戸幅およびAlNモル分率が変調されていることが分かった。詳細[4]は当日報告する。 
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